





cemi INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DIODA PODCZERWONA CQYP O7F

» =
Dioda podczerwona z GaAs/AlGaAs o konstrukcji krawedziowej po-

tgczona ze Swiatdtowodem, telekomunikacyjnym o Srednicy rdzenia
&r » 50yura 1 aperturze numerycznej NA » 0,2. Moze byé stoso-
wana w +aczach sSwiatfowodowych krotkiego i Sredniego zasiegu.

Rys. I Schemat 1 fotografia diody CQYP 0?F

KARTA KATALOGOWA



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Prad przewodzenia Ip 100 -
Napiecie wsteczne " UR . 2
Temperatura obudowy Coose -40 ¢ +55
Temperatura przechowywania tstg. -40 ¢ +70
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Wartosc

Nazwa parametru Symbol Jedn.min_ typ. max.

Mocvpromieni owa-

mA

Warunki pomiaru

nia” Pe yuw 17 20 m Ip » 100 mA

Napiecie przewo-

dzenia v - 2 2,8 Ip «100 mA

UF

Czestotliwosc

graniczna fg MHz 30 35 . LFM » 100 mA

D+ugos¢ fali od-

powiadajgca mak-

simum charakterys-

tyki widmowe] nm 800 835 870 Ip = 100 mA

SzerokoS¢ potow-

kowa widma pro-

mientowania %05 nm 40 80 Ip =100 mA

Pojemno$¢ catko-

wita Ctot pF - - 300 UR « o0, f=1 MHz
1 Moc promieniowania wychodzaca ze swiatfowodu o Srednicy

rdzenia Or= 50yura i aperturze numerycznej NA » 0,2,



Rys. 2 Charakterystyka pradowo-napieciowa
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Rys, 3 Zaleznos$¢ dopuszczalnego pradu przewodzenia od tempera-
tury obudowy



Rys. 4 Zalezno$S¢ mocy promieniowania od pradu przewodzenia

PeiM
[Jedn. wzgl
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Rys. 5 Charakterystyka w/idnovya
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

REJESTR-DRIYER MC 7510N
MCX 7510

Uk#ad scalony MC 7510N Jest 10-bitowym rejestrem szeregowo-rowno-
legtym zawierajacym 10 wysokonapieciowych stopni wyjsSciowych
/driverow/. Ukdtad zrealizowano nowoczesng technologig CMOS-DMOS,
ktora umozliwia uzyskanie duzej gestosci upakowania 1 matego
poboru pradu CMOS-owej niskonapieciowej czesci uktadu oraz wy-
sokie napiecie pracy /40 V/ 1 prad wyjsciowy ~/kO mA/ czesci
DMOS-ewych. Uk#ad scalony MC 7510N moze by¢ wykorzystany w
gtowicach drukarek termicznych, do sterowania wskaznikow fluore-
scencyjnych oraz innych systemow wySwietlania informacji.Uk+ad
montowany jest w obudowie 1.8-wyprowadzeniowej typu CE-81 /ozna-
czenie MC 7510N/; dostepny jest takze w wersji struktury nie-
obudowanej jako MCX 7510.°

<10 po upp2 pi B 01
n n n ..

5
Ugg - zasilanie (-) ST - wejscie strobujace
u Ur - zasilanie (+) Dj - wejscie danych
C - wejsécie zegarowe DQ - wyjsScie danych /szeregowe/
BL - wej$cie wygaszania 01...01Q wysokonapigciowe *

wyjscia sterujace
Rys. 1. Rozk#ad 1 opis wyprowadzen

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJINE przy ,gg * < tamp -

Napiecie zasilania 1 UDD1 4,5 / 12 V
wapiecie zatoxxaru.a c WDD2 v
Napiecie wejsciowe ul. -0,3 * UDD1 + .
Napiecie wyjsSciowe U0 40 V
Prad wyjsciowy *0 -40 mA
Temperatura pracy Aamb " 0 + YOCE
Temperatura przechowywania tstg -55 + +125 C
Catkowita moc tracona Atot 0,8 W

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE STATYCZNE /t 25=C, UgS =0,
ubbl = 5V- UDD2 "™ A0 V/

Wartosé Warunki

Nazwa parametru Symbol Jedn. min. typ. max. pomiaru
Napiecie wejsciowe . v -0,3 - 0,8 -
w stanie niskim
Napiecie wejsciowe _ 5
w stanie wysokim UIH v 3,5 5,3 -
Napigcie wyjsciowed g v - - 2,5 lol- 40 mA
w stanie "niskim
Prad wejsSciowy I IH A m - 100 Ux - 5V
w stanie wysokim
Prad wyjsciowy \
w stanie wysokim *© 10H ~NA - =100 - - Iy =40V
ReZAAaana WyjéCiO— R k £ S _ 20 lg = —100 “A

0
Prad zasilania ze
Zzrod+a UDD1 TDD1. mA - - 1,5 ~
Prf}d zasilania ze
zrodta unr” IDD2 mA - 2,5 - -
Na wyjsciach 0" ... 0l1Q. Na wyjsciu DQ.

~  Obudowa plastykowa CE-81 z wewnetrznym radiatorem.



-3 -

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE DYNAMICZNE /UgS « 0, UDD1 S5V,
ubb2 - 40 V- CL * 40 tamb ““0 "¢ 70T/

Wartosc¢"

Symbol Jedn. ram. typ. max.

Nazwa parametru

Wymagany czas opodznienia "dA ns 250
sygnatu C wzgledem DA
Wymagany czas trwania
impulsu Dj wB ns >00
Wymagany czas .trwania wC ns 1000
impulsu C
Wymagany czas opoOznienia
sygnatu ST wzgledem C dD ns 1000
Wymagany czas trwania AWE ns 500
impulsu ST
Czas opo6znienia sygnatu
na wyjsciu 0*..-.0"0

tdF ns 700 1000

wzgledem sygnatu ST

Czas opoznienia sygnatu
na wyjsciu 0%...01Q . ns 300 500
wzgledem BL de

Di

ST

01--0-10

BL

Rys. 2. Warunki pomiaru parametrow charakterystycznych dy-
namicznych



OPIS DZIALANIA UKLADU
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Rys. 3. Schemat blokowy uktadu

Na rys. 3 przedstawiono schemat blokowy uktadu. Uk+ad MC 7510N
spednia .funkcje rejestru-drivera. Przyjmuje i wyprowadza dane
odpowiednio wejsSciem 1 wyjsSciem szeregowym oraz przetwarza Sy-
gnaty niskonapieciowe na wysokonapieciowe 1 wyprowadza je na
10 wysokonapieciowych wyjsciach rownolegtych.

Dane podawane na wejsciu Dj /rys. 3/ wprowadzane sg do rejes-
tru przy zmianie stanu logicznego z 0 na 1 sygnatu zegarowego
na wejsciu C.Dane muszg pojawiC sie na wejsciu D™ z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym wzgledem sygnatu zegarowego /rys. 2/.
\/ takt kolejnych przejs¢ 0-*-1 sygnatu zegarowego dane prze-
suwane sg w strong wyjsScia szeregowego DQ. Dane jero-jedynko-
we" zawarte w komorkach rejestru przesytane sa do odpowiednich
przerzutnikow, kiedy zewnetrzny sygnat strobu ST jest w stanie
wysokim. Przerzutniki te moga przyjmowaC nowe dane tak d#ugo,
jak d4#ugo utrzymywany jest stan wysoki na wejsSciu ST. Sygnat



wygaszania BL aktywny w stanie wysokim umozliwia blokowanie
oddziatywania sygnatow logicznych przerzutnikéw na stopien
wyjsSciowy. JeSli wejscie BL jest w stanie wysokim /niezaleznie
od danych logicznych w przerzutnikach/ wszystkie wyj$cia ste-
rujgce &, % 0"q sg w stanie wysokim /nieaktywnym/. Po sprowa-
dzeniu sygnatu na wejsSciu BL do stanu niskiego stopnie wyjscio-
we sg sterowane przez stany logiczne przerzutnikow.Stopnie wyj-
Sciowe to wzmacniacze,ktore przy podaniu stanu wysokiego na wej-
Scie /niskonapieciowe/ dajg na wyjsciu /wysokonapieciowym/

stan wysoki /nieaktywny/ przy“dotgczeniu wyjsé. 0~.,. (XjO po-
przez obcigzenie rezystancyjne do wysokiego napiecia zewne-
trznego Uz. Dla przeciwnego stanu na wejsciach uzyskuje sie
stan niski /aktywny/ na wyjsciach sterujgcych uktadu.

Po wkgczeniu zasilania na wszystkich wejsciach uktadu wymusza-
ne sg wewnetrznie stany niskie w rezultacie zastosowania ukta-
du wejsciowego przedstawionego na rys. 4, pednigcego jednocze-
.Snie role zabezpieczenia przed przebiciem tadunkiem elektro-
statycznym. Na rys. 5 przedstawiono schemat jednego stopnia
wyjsciowego z tranzystorem DMOS z otwartym drenem.Jesli w da-

UDD1

Rys. 4. Schemat uktadu wej- Rys. 5. Schemat uktadu wyjsScia
sciowego



nej komdrce rejestru wystepuje stan niski, to odpowiadajacy jej
tranzystor wyjsciowy jest w stanie nieprzewodzenia /nieaktyw-
nym/ 1 blokuje wysokie zewnetrzne napiecie Uz. Stanowi logicz-
nemu 1 w komdérce rejestru odpowiada stan w#aczenia tranzystora
wyjsciowego, przy ktorym rezystancja wynosi ok. 600. przy
UDD2 = A0 V* Typowe charakterystyki wyjsciowe tranzystora wyj-
Sciowego przedstawione sg na rys. 6.

Rys. 6. Charakterystyki wyjsciowe 1Q /U / przy réznych warto-
Sciach uDD2
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
DIODA LADUNKOWA BXDP 84

Dioda BXDP 84 jest krzemowg diodg 4adunkowg o konstrukcji typu
mesa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym. Obu-
dowa ceramiczno-metalowa 0C4 lub 0C4p, Dioda jest przeznaczona
do generacji harmonicznych.

0C4 Anoda 0C4p

Obudowa diody +*adunkowej BXDP 84

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY DOPUSZCZALNE ,

Napiecie wsteczne UR 75 \%
Catkowita moc rozproszona Ptot 4 W
Temperatura ztacza . 150 °c
Temperatura przechowywania tétg' -55 r +125 °c
Temperatura pracy Aamp -9 F +100 °c

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Wartosc¢ Warunki
N - -
azwa parametru Symbol Jedn. min. nax. pomiaru
Napiecie przebicia UBR \% 75 ~ o - 10 BA
Pojemnos¢ ztacza Ci pF 5,5 7 UR = 6V
CzestotliwoSC odcie-
f - 3 GHz
Catkowita moc roz- p ir /.
proszona tot tot F * F
- - o
RezystanC{F termiczna Rthjlc oy - 30 Pe<4 W
Pojemnos¢é rozproszona CP pF - 0,25 T = 3 GHz
Szeregowa indukcyj- _
no$¢ zastepcza Ls nH - 0,8 T =3 GHz
Czas przejscia *t ns - 0,8 xg = 10 mA,
UR © 10 V
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikoéw 32746
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tlx 815647
Cena 20 z#
Styczen 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. L i/86 n.500
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SN3TYTUT TECHNOLOG>» ELEKTRONOWEJ

WARAKTOR BXDP 45

Waraktor BXDP 45 jest krzemowa diodg o zmiennej pojemnosci
wykonang w technice epiplanarnej. Przeznaczony jest do pracy
w powielaczach czestotliwosSci na pasmo S.

RysuneK obudowy

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR 60 v
Catkowita moc rozproszona ptot N W
Temperatura z4gcza p-n ™ 150 <
Temperatura przechowywania Astg <N o +125 T
Temperatura pracy ) Namb + +10° <T
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
*
" Wartosc Warunki
Nazwa parametru Symbol Jedn. .. - nax. pomiaru
Napiecie przebicia UBR oV 60 - -
Pojemnos¢ ztgcza p-n ) pF 2,5 3,5 f = 1 MHz
7 UR = 6V
Stosunek pojemnosSci ¢l 2,3 CN przy UR=0
€2 " C2 przy UR=6V
Catkowita moc roz- W 2 _
proszona Ptot Ptot " V XF
CzestotliwosSC od- T GHz UR =6V,
Sl co
clecta f = 3 GHz
dla podtypu
BXDPp45A 40
dla podtypu
BXDP 45B 50
dla podtypu .
BXDP 45C 60 -
- - (@)
Rezystancja termiczna Rthj-0 o A - 40 -
Pojemnos¢é rozproszona cp pF - 0,25 f = 3 GHz
Szeregowa indukcyj- Ls nH - 0,8 f - 3 GHz

nos¢ zastepcza

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotnikow 32/46
02-668 Warszawa

tel. 43-54-01

tIx 815647

Cena 20 z+ M.
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iiielINSTYTUT TECHNOLOGII

WARAKTOR

ELEKTRONOWEJ

BXDP 44

Waraktor BXDP 44 jest diodg o zmiennej pojemnosSci Wykonang w

Przeznaczony jest do
pracy w powielaczach czestotliwo$ci na pasmo S.

technice mesa z krzemu epitaksjalnego.

Rysunek obudowy

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napiecie wsteczne
Catkowita moc rozproszona
Temperatura ztgcza p-n
Temperatura przechowywania

Temperatura pracy

UR 60
ot 2

. 150

J

tstg. ~55 T +100

Aamb -55 * +100

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE *

Wartosc¢

Nazwa parametru Symbol Jedn. min. nax.
Napiecie przebicia UBR v 60 -
Pojemnos¢ ztgcza p-n . pF 2,5 3,5

. L - Cl
Stosunek pojemnosci - 2 -
C2-

Catkowita moc roz- W 2
proszona Ptot
CzestotliwosC odcie- fco GHz
cia

dla podtypu

BXDP 44A 40

dla podtypu

BXDP 44B 50

dla podtypu

BXDP 44C 60 —
Rezystancja ter- : o
nicana Rthj-c o - 55
Szeregowa induk- nH
cyjnos¢ zastepcza Ls 1,5 1,8
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikow 32746
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tlx 815647
Cena 20 zt
Styczen 1986 DRUK ZOINTE ITE zam.

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE

Warunki
pomiaru

UR =6V,
f - 1Mz

CN przy UR»0
C2 przy UR=6V

Ptot"UF < JF

UR « 6V,
f - 3 GHz

~6/86 n. 500



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
WARAKTOR BXDP 43

Waraktor BXDP 43 jest diodg o"zmiennej pojemnosci wykonang w
technice mesa z krzemu agpitaksjalnego. Przeznaczony jest do
pracy w powielaczach czestotliwosci w zakresie do 1 GHz.

Hi
03

P52tar

gt

Rysunek obudowy
PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR 90 %
Catkowita moc rozproszona Ptot 4 W
Temperatura z4acza p-n tj 150 <
Temperatura przechowywania tstg -55 t +100 <t
Temperatura pracy Aamb -55 ¢t +100 <t

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Wartosc Warunki
Nazwa parametru Symbol Jedn. min. max. pomiaru
Napiecie przebicia UBR v 90 - -
Pojemnos¢ ztgcza p-n c3 pF 8 10 UR =6V
Stosunek pojemnosci Cl - 2 - Cl przy UR=0
C2 C2 przy Ur=6V
Catkowita moc rozpro- W 4 _
szona Ptot Ptot”’V TF
Czestotliwosce _ -
f = 3 GHz
Rezystancja Ropir o © = _
termiczna thi-c "o » } 18
Szeregowa induk- _
cyjnos¢ zastepcza Ls nH 1,2 1,8
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikéw 32/46
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tix 815647
Cena 20 zt. i f
Styczen 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. 4#b/86 n. 500
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asfl INSTYTUT TECHNOLOG>» ELEKTRONOWEJ

DIODA SCHOTTKY~EGO . BADP 1/

Krzemowa dioda z bariere Schottky*ego typ BADP 17 przezna-
czona jest g4d6wnie do pracy w mieszaczach w pasmie UHF , Moze
by¢ réwniez stosowane w detektorach 1 szybkich uktadach prze-
taczaj ecych« Dioda ma obudowe plastykowe CE45 /™ / prze-
znaczony do montazu w uktadach hybrydowych.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie wsteczne u 4 V.
Pred przewodzenia lF 30 mnA
Temperatura zkacza +100 <
Temperatura przechowywania tStg -55 4 +125 i;
Temperatura otoczenia tamb -55 £ +100
BADP 17 BADP 17R
L - A
n =
2,2
2 A
3 K K

Odpowiednio zwymiarowany rysunek obudowy

KARTA KATALOGOWA



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Parametr

Napiecie prze-

wodzenia Vf
Napiecie prze-
bicia UBR
Pred wsteczny JR
PojemnosS¢ cat-
kowita C tot
Rezystancj a
dynamiczna rT
Wspotczynnik F
szumow

m)

Moc oscylatora

niacza posredniej czestotliwosSci

P
Symbol  Jedni,

>

Wartosé
min. typ.
mV - ol
V 4 -
nA
pF mm -
Si - iy
dB mn 6
lokalnego % 2

przy fp#cz * 30 MHz.
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F/\

Warunki
max. pomiaru
<
470 Ip almA

600 IF'- 10 rdA

- IR a 10yuA
250 UR » 3V
1.2 ¥r& Pz
H « 10 mA
10 a 1 MHz
_ f » 000 MHz
mW, sSzumy wzmac-
cz ~ 1,5 doO,

DRUK ZOINTE ITE zacn.n.3<K}

ZASTRZEZONE









